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2௡್೔೟ ൐
5ܸ
2ܸ݉

 

2௡್೔೟ ൐ 2500 
݊௕௜௧ ൌ  ݐ12ܾ݅

b) 
In un ADC SAR il tempo di conversione è:  
 

௖ܶ௢௡௩ೄಲೃ ൌ ݊௕௜௧ ∗ ௖ܶ௟௞ 
 
La digitalizzazione deve essere piu’ veloce del tempo di hold 
 

௖ܶ௢௡௩ ൏ ுܶ 
 
La somma di tempo di hold e tempo di sample da il tempo di campionamento. 
 

௖ܶ௔௠௣ ൌ ுܶ ൅ ௌܶ 
 
Per il teorema di Shannon, per poter campionare la sinusoide in ingresso, e’ necessario che la 
frequenza di campionamento sia almeno il doppio della frequenza di segnale. 

௖݂௔௠௣ ൐ 2 ௜݂௡ 

௖݂௔௠௣ ൌ 			,	ݖܪܯ2 ௖ܶ௔௠௣ ൌ
1

௖݂௔௠௣
ൌ  ݏ500݊

 
Il tempo di conversione del SAR deve essere minore del tempo di campionamento 

݊ ∗ ௖ܶ௟௞ ൏ ௖ܶ௔௠௣ ൌ  ݏ500݊

௖݂௟௞ ൌ
1
௖ܶ௟௞

ൌ
12

ݏ500݊
ൌ  ݖܪܯ	24

c) 
 
La tensione ௅ܸ è la tensione da applicare all’nMOS perché’ sia spento. 

La condizione per avere MOS OFF e’ Vgs<Vt e viene chiesto di avere un margine di 1 V per 
qualunque Vin. Impongo quindi Vgs<Vt -1V da cui: 

௅ܸ ൌ ܸீ ൑ ௦ܸ௠௜௡ ൅ ௧ܸ െ 1ܸ ൌ 1ܸ ൅ 0.5ܸ െ 1ܸ ൌ 0.5ܸ 

 

La tensione ுܸ è la tensione da applicare all’nMOS perché’ sia acceso. 

La condizione per avere MOS OFF e’ Vgs>Vt e viene chiesto di avere la resistenza ݎௗ௦,௢௡ ൏ 50Ω per 
qualunque Vin.  

,ௗ௦ݎ ݊݋ ൌ
1

2݇௡൫ ௚ܸ௦ െ ௧ܸ൯
൏ 50Ω 

௚ܸ௦ െ ௧ܸ ൐ 10ܸ 

Quindi: 

ுܸ ൌ ܸீ ൐ ௦ܸ௠௔௫ ൅ ௧ܸ ൅ 10ܸ ൌ 15.5ܸ 


